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摘 要

互補式金氧半導體元件(Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS)應用於系統整合晶片(System on Chip , SOC)，已

儼然成為未來的一個趨勢，這其中最關鍵的技術係如何於同一個晶圓中，成長不同的氧化層厚度及如何使用不同的操作偏

壓。為能使電路能夠達到一個較佳的狀態，不論可靠度的問題或是電路的架構，都必須在整合的同時加以考量。因此電路

的結構設計，往往建立於得到更好的性能之上。生命期(Life-Time)對於一個元件的優劣是相當具有指標的作用，然而操控

生命期，其中一個重要的因素，就是所謂的施加偏壓。但是隨著高度的積體化和功率散逸的增加，生命期的考量，若只是

單純侷限於室溫下，由熱載子可靠度(Hot Carrier Reliability , HCR) 來推斷已略顯不足。 相較之下，經由溫度的變化所衍生

出來的效應，才更突顯出其對元件的重要性。熱載子效應(HC)在P型金氧半導體(Positive Channel Metal Oxide

Semiconductor, PMOSFET，以下簡稱PMOS)與(Negative Channel Metal Oxide Semiconductor, NMOSFET) NMOS中相比較

，是屬於較不顯著。負偏壓溫度效應(Negative Bias Temperature Instability, NBTI)將會隨著更高的操作溫度、更高的操作偏

壓電場，使得臨限電壓(VTH)、汲極電流(IDS)、轉導係數(gm)產生偏移且越趨明顯。換言之負偏壓溫度效應(NBTI)與熱載

子效應(Hot Carrier Effect , HCE) 間的關係仍值得探討與研究。 本論文中，將探討在元件在0.18微米製程中，若同時存在負

偏壓溫度效應(NBTI)與熱載子效應(HC)，是否會對元件造成加乘的損害，進而分析於不同溫度條件與偏壓之下，兩種破壞

的程度分配比例。最後根據實驗的數據分析顯示，存有高能量電洞增強與負偏壓溫頓效應損害變得顯著時，在元件生命期

的計算上。熱載子效應與負偏壓溫度效應並非完全獨立，故此對於未來的PMOS，HC 生命期之可靠度量測，有必要納入

負偏壓溫度效應才能真正掌握HC生 命期的值。
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